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Abstract：Effects of stress on solid-phase crystallization of amorphous silicon were studied. It was 
clear that crystalline particles with larger diameters were not formed when elastic stress was 
induced during crystallization.





























　試料は Si₃N₄ (50～ 1000nm)/a-Si (1.5μm)/Si₃N₄






３. １. １　 X線回折像の測定条件








  Ichar∝ i(V-Vo)
n
　　 （１）
　Ichar : 特性 X線の強度 V : X線管電圧
　V0 : 励起電圧  i : X線管電流
　n : 管電圧に関係する定数
　ただし、VがV₀ の２～３倍なら n～ 0、 V > 
3V₀ ならば n～１となる。特性X線の励起電圧
の関係を表１に示す。本研究で用いたX線管球
のターゲットCuの励起電圧V₀ は 8.86 kV であ
















を使用した。発散スリット (DS) を 0.5°、散乱
スリット (SS) を 0.5°、受光スリット (RS) を 0.15 
mmとした．また、湾曲結晶モノクロメータを
使用し Kβ線を除去した。ただし、モノクロ受
光スリット (RSM) を 0.45 mmとした。この条













図 1　粉末 Si の (111) 面からの回折
配向性があるようには見えない。配向していな
いのは膜厚が 1.5 μmと厚いためであると考え





























れている。実測の積分幅B₀ は一般的に Bと b
の単純な和とはなっていない。まず、Kaと Kβ
の波長のずれδより Jones による補正曲線から
b/b₀、B/B₀ を求め Kaと Kβの波長分離の補正を


















図 3　 Si₃N₄ キャップの膜厚を変えた時の (111)、
(220) の X線回折ピークの積分幅の変化
図 4 Si₃N₄ キャップの膜厚を変えた時の
結晶粒径の関係
過程の最終段階での詳細はわかっておらず更に
検討が必要である。
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